Solution for researching

Cesto De Limpeza Personalizado Para Wafer De Semicondutor

Em Ptfe - Suporte De Laboratério Resistente A Corrosiao Com

Baixo Nivel De Impurezas
Numero do item: PL-CP267

introducao

Alcance pureza superior na fabricacao de
semicondutores com nossos cestos de limpeza
personalizados em PTFE. Projetados para
resisténcia quimica extrema e baixa
interferéncia de fundo, esses suportes duraveis

\\‘/‘\ garantem processamento eficiente de wafers,

drenagem

rapida e desempenho confidvel em

ambientes de laboratério criticos de alta pureza.

Saiba mais

. Usado durante as sequéncias SC-1 e SC-2 para remover residuos organicos

Processo de Limpeza RCA X . e
e contaminantes metalicos de wafers de silicio.

. Manuseio de wafers em uma mistura de &cido sulfirico e peréxido de

Ataque Piranha . . - .
hidrogénio para remogdo de fotorresiste.

Imers&o em Acido Remocéao de camadas de éxido nativo de substratos de silicio usando

Fluoridrico solugdes de HF concentradas ou tamponadas.

Limpeza de wafers apds Polimento Mecanico-Quimico para remover

Enxague Pés-CMP . . P
particulas de pasta de polimento e produtos quimicos.

Desenvolvimento de Suporte a substratos durante o desenvolvimento e remogao de camadas de
Fotolitografia fotorresiste.

Preparagéo para Anélise Limpeza de vidrarias e recipientes usados em ICP-MS e outras técnicas

de Tragos analiticas de alta sensibilidade.

Processamento de Wafer Manuseio de wafers de semicondutor composto através de ciclos

de GaAs especializados de ataque e enxague.

Funciona como um suporte submerso durante ciclos de limpeza acustica de
alta frequéncia.

Detalhes da Especificacdao para PL-CP267

Identificador do Modelo PL-CP267

Limpeza Ultrasénica

Material Principal PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)

Processo de Fabricacdo 100% Usinagem CNC de Precisdo (Sem residuos de moldagem por injegéo)

Resisténcia Quimica Resisténcia total a HF, H2S04, HNO3, HCI, KOH e Solventes Organicos
Faixa de Temperatura -200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Acabamento de Acabamento liso e de baixa porosidade para minimizar a retencéo de
Superficie particulas

Opcoes de Totalmente Personalizavel (Tamanho de wafer, largura de ranhura,
Configuracao espagamento de ranhura, design de alga)

Evita a recontaminagao gragas a superficie do material ultrapura e
de baixa lixiviagao.

Resisténcia excepcional a ambientes oxidantes agressivos sem
degradacgao estrutural.

Imunidade total ao ataque de HF, garantindo longa vida util do
equipamento e pureza do processo.

A drenagem rapida e as propriedades antiaderentes evitam que
particulas de pasta adiram ao cesto.

A alta estabilidade dimensional garante alinhamento e manuseio
precisos durante as etapas criticas de litografia.

Niveis de fundo extremamente baixos garantem a maior precisdo na
detecgdo de impurezas metalicas trago.

Estruturas de suporte delicadas evitam a quebra de materiais de
semicondutor composto frageis.

Transmite eficientemente a energia ultrassonica enquanto protege
os wafers do contato mecéanico com o tanque.
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Detalhes da Especificacao para PL-CP267

Compatibilidade com Adequado para wafers de 2", 3", 4", 6", 8" e 12" ou dimensdes
Wafer personalizadas

Perfis de ranhura com fundo em V ou U disponiveis para escoamento de

DeSlopleerendose fluido otimizado

Niveis de Impurezas Processado especificamente para requisitos de impurezas metélicas sub-ppb
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